TRANSISTOREN, DEREN ENTWICKLUNG 1965 ABGESCHLOSSEN WIRD

In diesem Abschnitt sind die ersten Typen der Silizium-
Planartransistoren enthalten, die in Kiirze durch eine
weitere Reihe fiir héhere Arbeitsfrequenzen ergianzt wer-
den. Es sind die Transistoren SF 111 bis SF 114 und SL 112
bis SL 114 und kiinftig auch SF 121 bis SF 123.

Diese Transistoren unterscheiden sich durch ihre Techno-
logie, ihre elektrischen Eigenschaften, vor allem aber durch
ihre Zuverlassigkeit und Lebenserwartung erheblich von
allen bisherigen Transistoren. [hre Kristalloberfliche ist mit
einer korrosionsfesten Siliziumoxydschicht iiberzogen. Als
Siliziumtransistoren zeichnen sie sich durch niedrigen
Reststrom und hohe zulissige Verlustleistung aus. Wegen
ihrer guten thermischen Eigenschaften kann hiufig auf jede

Temperaturstabilisierung der Schaltungen verzichtet w
den, was die Schaltungstechnik erheblich vereinfacht. D
niedrige Reststrom erlaubt fiir die Kleinsignalverstirky
Arbeitspunkte bei wenigen A-Kollektorstrom.
Wihrend die Typen SF 111 bis SF 114 hauptsichlich
Schalter und hochwertige NF-Verstirker Verwendu
finden, sind die SF 121 bis SF 123 auch als HF- und Bre
bandverstirker bis etwa 10 MHz geeignet. Wegen ih
hohen Zuverlissigkeit kénnen Planartransistoren beso
ders in der industriellen Technik auch bei hoheren Te
peraturen eingesetzt werden.
Die — vorldufig unverbindlichen — Hauptkennwerte d
Serie SF 121 bis SF 123 sind:

IC max/mA Brmin Bauform

Bezeichnung Anwendung Py max/mW  Rep #/W fr/MHz UcBmax/V

SF121 20

SF 122 HF-Transistor 500 250 > 60 33 100 >15 T 05
SF123 66 B ~ 40

Die Reihe der Germanium-Hochfrequenztransistoren
wird durch die diffusionslegierten Typen GF133 und GF 134
erweitert. Der GF 133 ist als Misch- und Oszillatortransi-
stor fiir das Frequenzgebiet um 200 MHz (Fernsehband Ill)
vorgesehen; der GF 134 ist als Vorstufentransistor fiir das
gleiche Frequenzgebiet gedacht.

Weitere Typenreihen neuer Transistoren sind die Gerr
nium-Mesatransistoren fiir Arbeitsfrequenzen bis 300M
bzw. bis 800 MHz. Sie sind fiir Vor- und Mischstufen so
fiir ZF-Verstirker in Fernsehempfingern geeignet. In d
Rechentechnik arbeiten sie als sehr schnelle Schalter. |
wichtigsten, vorlaufig unverbindlichen Kenndaten sind;

Technische Daten .
Bezeichnung Anwendung Pymax ) max fr . UCEmax IC max h ViBopt

mW °C MHz v mA = dB
GF 140 HF-Kleinleistungs- Vi
GF 141 stufen 180 90 > 150 15 70 > 10 1038
GF 142 (UKW-Vor- und 128
GF 143 -Mischstufen)

Die Mesatransistoren fiir héhere Frequenzen sind in dieser Liste noch nicht enthalten.
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Silizium-npn-Planartransistor

Jer HF-Transistor SF111 ist ein Si-npn-Planartransistor im A TO-5-Gehduse.
Einsatz ist vornehmlich fiir HF-Verstarker mittlerer Leistung und fiir

Schaltzwecke gedacht.
tatische Kennwerte (fiir 9, = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrom
lego = 0,002 << 1 pA (bei Ucg = 20V)

‘mitterreststrom
IEBO = 0,025 < 1 [J.A (bei UEB =4 V)

lestspannung m

Ucksae = 0,8 < 1,5V (Ic = 100 mA, Ig = 8,33 mA)

Gleichstromverstarkung
B = 55> 12 (bei Ucg =2V, Ic = 100 mA)

Dynamische Kennwerte (fir &, = 25 °C — 5 grd)

Ubergangsfrequenz Abmessungen
fr = 40 > 10 MHz (bei Ucg = 2V, Ic = 100 mA, fu = 18 MHz)

Rasisbahnwiderstand
oy, = 20 < 45Q (bei Ucg =6V, Ic = 5mA, fm = 50 MHz)

Kollektorkapazitit
Gc = 75 < 90 pF (bei Uce = 6V, Ic = 0, fu = 100 kHz)

Schaltzeitkonstanten
06<<1 ups } (bei Ucg = 6V...UcEsar, Ic = 0...100 mA,

RB_1kQ RL-60Q)
..100 mA, Rg = 1kQ,

R|_—30)

Grenzwerte (&, = 25 °C)
Uca 20V Masse ca. 1 g
UCE 20V (bei Rpe = 0)
Ues
lc
Ic
Ig
Pc = 400 mW (bei 9, = 45°C)
9 =150°C
9 = —40...4+125°C

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor: Transistor SF 111

"fderungen vorbehalten




(P Silizium-npn-Planartransistor

Der HF-Transistor SF 112 ist ein Si-npn-Planartransistor im & TO-5-Gehause.
Einsatz vornehmlich fiir HF-Verstirker mittlerer Leistung und fiir Schalt-
zwecke.

Statische Kennwerte (fir 9, = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrom
lcso = 0,002 << 1 pA (bei Uce = 30 V)

Emitterreststrom
lepo = 0,025 << 1 pA (bei Ugg = 4V)

Restspannung
Ucksac = 0,8 < 1,5V (Ic = 100 mA, Ig = 8,33 mA)

Gleichstromverstirkung
B = 55> 12 (bei Ucg = 2V, Ic = 100 mA)

Dynamische Kennwerte (fir &, = 25°C — 5 grd)

Ubergangsfrequenz
fr = 40 > 10 MHz (bei Ucg =2V, lc = 100 mA, fy = 18 MHz)

Basisbahnwiderstand
rpy’ = 20 << 45Q (bei Ucg = 6 V, lc = 5 mA, fy = 50 MHz)

Kollektorkapazitit
Cc = 75< 90 pF (bei Ucg = 6V, Ic =0, fuy = 100 kHz)

Schaltzeitkonstanten
. =0,6<1 ps)| (bei Uce= 6V...Ucksat, Ic =0...100 mA,
~=07<13pus|Rg=1 kQ, R = 60Q)
7. = 0,1 ps (bei Ucg =6 V...UcEsat lc =0...100 mA,
Rg = 1kQ, RL=3Q)

Grenzwerte (), = 25 °C)

Ueg = 30V

Uce = 30V (bei Rgg = 0)

Ugg = 4V

lC = 200 mA

ic = 700mA

lg = 100 mA

Pc = 400 mW (bei 9, = 45°C)
9; =150°C

9, = —40...+125°C

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor: Transistor SF 112

Anderungen vorbehalten
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g Silizium-npn-Planartransistor

‘ r HF-Transistor SF 113 ist ein Si-npn-Planartransistor im &z TO-5-Gehause.
vornehmlich fiir HF-Verstirker mittlerer Leistung und fiir Schalt-

cke.
Statische Kennwerte (fiir &, = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrom
lcgo = 0,002 << 1 uA (bei Ucg = 60 V)

Emitterreststrom
leso = 0,025 <~ 1 uA (bei Ugg = 4V)

(spannung
Uctsae = 0,8 < 1,5V (Ic = 100 mA, Iz = 8,33 mA)

b
Gleichstromverstarkung
¥

B = 55>>12 (bei Ucg =2V, Ic = 100 mA)

in. amische Kennwerte (fiir 3, = 25°C — 5 grd)

\

Ubergangsfrequenz

~ fr=40> 10 MHz (bei Ucg =2V, Ic = 100 mA, fy = 18 MHz)

It £ o
Basisbahnwiderstand

rey’ = 20 << 45Q (bei Ucg =6V, Ic = 5,0 mA, fm = 50 MHz)
L o
Kollektorkapazitit
I Cc = 75< 90 pF (bei Ucg =6V, Ic =0, fy = 100 kHz)

Abmessungen

Schaltzeitkonstanten m
= 0,6< 1 pLs} (bei Uce = 6 V... Ucgsaws Ic = 0...100 mA, H
5.

7 =0,7<13us| Rg=1kQ, R =60Q)
T = 0,1 us (bei UCE = 6V...UCE,“, IC =0...100 mA,
Rp = 1kQ, R =3Q)

i Masse ca. 1 g
Grenzwerte (9, = 25 °C)

60V
60V (bei Rgg = 0)

Uce
Uce
Ues
lc

[

lg =

Pc = 400 mW (bei 9, = 45°C)
% =150°C

9 = —40...4125°C

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor: Transistor SF 113

Anderungen vorbehalten




(D Silizium-npn-Planartransistor

Der HF-Transistor SF 114 ist ein Si-npn-Planartransistor im &~ TO-5-Gehduse.
Einsatz vornehmlich in HF-Verstirkern mittlerer Leistung und fiir Schalt-
zwecke.

Statische Kennwerte (fir 9§, = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrom
lceo = 0,002 << 1 pA (bei Ucg = 100 V)

Emitterreststrom
lego = 0,025 < 1 1A (bei Ugg = 4V)

Restspannung
Ucgsat = 0,8 << 1,5V (bei Ic = 100 mA, Iz = 8,33 mA)

Gleichstromverstarkung
B = 55> 12 (bei Ucg = 2V, Ic = 100 mA)

Dynamische Kennwerte (fiir 9, = 25°C — 5 grd)

Abmessungen

Ubergangsfrequenz
fr = 40 >> 10 MHz (bei Ucg = 2V, Ic = 100 mA, fy = 18 MHz)

= B

Basisbahnwiderstand EK
ro’ = 20 < 45Q (bei Uce = 6V, Ic = 5 mA, fu = 50 MHz) -
¢89

Kollektorkapazitit ¢81

Cc =75< 90 pF (bei Ucg =6V, Ic =0, fy = 100 kHz)

Schaltzeitkonstanten

7 =06<1 ps)| (bei Ucg=6V...Ucgsa, lc =0...100 mA,
s =0,7<1,3ps [ Rg = 1 kQ, R = 600Q)
7= 0,1ps (bei Ucg =6V...Ucksar, Ic = 0...100 mA,

Rg = 1kQ, RL=30Q)

Grenzwerte (3, = 25°C)

Ucg = 100 V
100 V (bei RBE = 0)

Masse ca. 1 g

— 400 mW (bei 9, = 45 °C)
= 150°C
= —40...4+125°C

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor: Transistor SF 114

Anderungen vorbehalten
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Silizium-npn-Planartransistor

Der HF-Leistungstransistor SL 112 ist ein Si-npn-Planartransistor in der

Bauform nach IEC 1—301 und IEC 2—201.
nsatz vornehmlich in HF-Endstufen und als Schalttransistor fiir héhere

Betriebsspannungen und Umgebungstemperaturen.
Statische Kennwerte (fir &, = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrom
lego = 0,002 << 1 pA (bei Ucg = 30V)

Emitterreststrom
'EBO = 01025 £ 1 [J.A (bei UEB == 4 V)

Restspannung
Ucksae = 0,8 << 1,5V (bei Ic = 100 mA, Ig = 8,33 mA)
UCEsat =3M (bei IC = 400 mA, |B = 33,3 mA) stark vergroBert
Gleichstromverstirkung
B=55>12 (bei Ucg =2V, Ic = 100 mA)

Dynamische Kennwerte (fiir &, = 25°C — 5 grd) Abmessungen

Ubergangsfrequenz
fr = 40 MHz (bei Ucg = 2V, Ic = 100 mA, fy = 18 MHz)

Basisbahnwiderstand
rpp, = 20 << 45CQ) (bei Ucg = 6V, Ic = 5 mA, fy = 50 MHz) {

/&
(]

Kollektorkapazitit %
Cc=75< 90 pF (bei Ucg =6V, Ic =0, fy = 100 kHz) FLe

Schaltzeitkonstanten
7w=06<1 uys l (bei Ucg =6V...Ucgsat lc = 0...100mA,
s =07<13us|Rg=1kQ, RL=60Q)
7= 0,1pus (bei Uce =6V...Ucgat Ic=0...100 mA,
= Q =
Rg=1kQ, RL=3Q) Masse ca. 10 g

Grenzwerte (9, = 25 °C)

30V
30V (bei Rge = 0)

Reni = 15-gvrv—d(bei 9. = 45°C)

% =150°C
9 =—40...+ 125°C

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor: Transistor SL 112

Anderungen vorbehalten
{




(D Silizium-npn-Planartransistor

== S

Der HF-Leistungstransistor SL 113 ist ein Si-npn-Planartransistor in der

Bauform nach IEC 1—301 und IEC 2—201.

Einsatz vornehmlich in HF-Endstufen und als Schalttransistor fiir hohere

Batteriespannungen und Umgebungstemperaturen.
Statische Kennwerte (fir 9, = 25°C —5 grd)

Kollektorreststrom
Ilceo = 0,002 << 1 pA (bei Ucg = 60 V)

Emitterreststrom
lego = 0,025 = 1 [J.A (ben UEB =4 V)

Restspannung

Ucgeae = 0,8 < 1,5 V (bei Ic = 100 mA, Ig = 8,33 mA)
Ucgaae = 3 V. (bei Ic = 400 mA, lg = 33,3 mA)

Gleichstromverstirkung
B = 55>12 (bei Ucg =2V, Ic = 100 mA)

Dynamische Kennwerte (fiir #; = 25 °C —5grd)

Ubergangsfrequenz
f = 40 MHz (bei Ucg = 2V, Ic = 100 mA, fu = 18 MHz)

Basisbahnwiderstand
rep’ = 20 << 45Q (bei Ucg =6V, lc = 5 mA, fy = 50 MHz)

Kollektorkapazitat
Cc = 75< 90 pF (bei Ucg =6V, Ic =0, fy =100 kHz)

Schaltzeitkonstanten

7+ =06<1 us } (bei Ucg = 6 V...Ucgsar, Ic =0...100 mA,

- =07<13ps | Rg=1kQ, RL=600Q)
- = 0,1 ps (bei Ucg = 6 V... Ucksaer Ic = 0...100 mA,
Rg = 1kQ, R =30)

Grenzwerte (3, = 25 °C)

Ues = 60V
Ucg = 60V (bei Rgg = 0)
Ups = 4V

lc = 400 mA

ic =700 mA

I =100 mA

Reni = 155 (bei 9, = 45°C)
9, =150°C

9, = —40...4 125°C

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor: Transistor SL 113

Anderungen vorbehalten
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L113

‘D Silizium-npn-Planartransistor

SL114

===

Bauform nach 1EC 1—301 und IEC 2—201.

Batteriespannungen und Umgebungstemperaturen.
Statische Kennwerte (fir 9, = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrom
lcgo = 0,002 < 1 uA (bei Ucg = 100 V)

Emitterreststrom
lggo = 0,025 << 1 pA (bei Ugg = 4V)

Restspannung

Ucksac = 0,8 << 1,5V (bei Ic = 100 mA, Iz = 8,33 mA)
Ucksae = 3 V (bei Ic = 400 mA, Iz = 33,3 mA)

IGleichstromverstérkung
= 55>12 (bei Ucg =2V, Ic = 100 mA)

i 1}

. Dynamische Kennwerte (fiir 9, = 25°C — 5 grd)

Ubergangsfrequenz
fr = 40 MHz (bei Uce = 2V, Ic = 100 mA, fy = 18 MHz)

Basisbahnwiderstand
' rep’ =20 < 45Q (bei Ucg = 6V, Ic = 5 mA, fy = 50 MHz)

Kollektorkapazitit
Cc=75<90 pF (bei Ucg =6V, Ic =0, fy = 100 kHz)

bl
2

Schaltzeitkonstanten
7%=06<1 ps| (bei Uce = 6V...Ucgsar lc = 0...100 mA,
7 =0,7<13us| Rg=1kQ, R =600Q)
7. =0,1us (bei Ucg = 6V...Ucksae lc = 0...100 mA,
Rg = 1kQ, RL =30Q)

! Grenzwerte (3, = 25 °C)

. : Ucs = 100 V
UCE =100V (bei RBE = 0)
' Ugpg = 4V
lc = 400 mA
: ic =700 mA
ls = 100 mA
Rip = 15%(bei 9, = 45 °C)
. 9, =150°C
9 =—40...+ 125°C

: Bestellbezeichnung fiir einen Transistor: Transistor SL 114
"K‘nderungen vorbehalten

Der HF-Leistungstransistor SL 114 ist ein Si-npn-Planartransistor in der

Einsatz vornehmlich in HF-Endstufen und als Schalttransistor fiir hdhere

stark vergroflert

Abmessungen
9
041
|
12
@\ | g
hex K
Q_J Fa
U&7 3T ed?
E B 'Y
| o2

98

Masse ca. 10 g
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Beispiele fiir die Anwendung von Transistoren in den verschiedenen Frequenzbereichen

Typeniibersicht mit Anwendungsgebieten

Hochfrequenz
Niederfrequenz | Schal
UKW Kw MW ZF
Typ Kennwerte . . . ) e < i ‘
2 2 2 T Yles| 5| @
5 2.0 % 2.0 % 3,12 | oW |8 %8| B | E
Pl ISE| BB (S| E| 2|55 S| | |5 |28 %358
Ll |zl 28| | =28 &8 |w |2 |8 |>|[F2] a4 |20|E
GC 100-101 30 mW 4
GC 111112 | 70 mW ¥
GC 115116 | 70 mW X | %
GC 117-118 | 70 mW X
GC 120-123 | 120 mW X X
GC 300 400 mW X
GC 301 400 mW X
GD 100-130 2W % | %
GD 150-180 4W X | %
GD 200-220 | 15W X | x
GF 100 30 mW X
GF 105 30 mW X
GF 120 50 mW X | X X
GF 121 50 mW X | X X | %
GF 122 50 mW X | X X | X | %
GF 129 30 mW b4 X X | X X
GF 130 30 mW X | X
GF 131 30 mW X
GF 132 30 mW X
GS 100 30 mW
GS 110 100 mW X
GS 111 100 mW X
SC 100 250 mW X X X
SC 103 250 mW X | X X
SC 104 250 mW X | X X
SC 105 250 mW X | % X
SS 101 250 mW X X
SS 102 250 mW X X
SF 111 400 mW X | X X X | X X
SF 112 400 mW X | x X X | X X
SF 113 400 mW % | X X X | X% X
SF 114 400 mW x | x X x | x X
SL 112 15 grd/W x | % x X X
SL 113 15 grd/W X | x X X X
SL 114 15 grd/W ® | X X X [
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Schalter
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X
X
X
X
X
T
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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WEITERE ANWENDUNGEN VON TRANSISTOREN

Stabilisiertes Netzgerit

Das transistorisierte Netzgerit liefert eine lastunabhin-
gige Ausgangsspannung, die in 5 Stufen bis 12,5V ein-
stellbar ist und bis zu einem Laststrom von I = 2 A be-
astbar ist. Der Innenwiderstand der Schaltung betrigt
R = 15 mQ. Die Wirkungsweise der Schaltung ist wie
blgt:

Die Ausgangsspannung wird iiber die Widerstinde Rjo,
Ry aufgeteilt und mit der Spannung des Sollwertgebers,
der Zenerdiode mit den Spannungsteilen, verglichen. Die
Abweichung beider Spannungen liegt als Steuerspannung
zwischen Emitter und Kollektor des Transistors T1 und
gelangt noch weiter verstirkt durch T 2 an die Basis der
Leistungstransistoren, die dadurch ihren Innenwiderstand
so4ndern, daB am Ausgang eine lastunabhingige konstante
Ausgangsspannung entsteht. Bei Uberstrom zieht die

Stromwicklung A 1 das Uberlastrelais an und schaltet mit
dem Kontakt a; die Last ab. Durch Kontakt a; wird die
Spannungswicklung A 2 angeregt und hilt das Relais A1
so lange, bis die Last von auBen abgetrennt wird. Um die
Ausgangsspannung von dem Spannungsabfall des Netz-
gerites unabhingig zu machen, wird ein zusitzlicher regel-
barer Innenwiderstand in Form der Leistungstransistoren
4 x GD 160 eingefiigt. Diese Leistungstransistoren dndern
ihren Widerstand so, daB bei unterschiedlichem Be-
lastungsstrom immer der gleiche Spannungsabfall iber dem
gesamten Innenwiderstand der Schaltung auftritt. Es wird
erreicht, indem man die Differenzspannung zwischen dem
Istwert der Ausgangsspannung und dem Sollwert durch
die Transistoren T1, T2, T 3 verstirkt auf der Basis der
Leistungstransistoren gibt. Der Sollwert der Ausgangs-
spannung wird durch die Zenerdiode Z1 mit ihren
Spannungsteilern dargestellt.

° B
Sent Su Tr1 Dr1-4
4-;Y721
Sl?*
Sch2 164
Gl fhink
R21
Sch1
i - mes = (‘b‘”?ﬂ/
c1 Z1
a2 Az 1 Relais ﬂ% 2508 RI19
A o3V ] 2 Wicklungen 250uF L 4 602
1+ Strom ¢z S
al A 1 4Spannung ]IHI'
B oo - SoooyF R20
A 3 Tzooa,f eas
Co S+ o C
I
Stiickliste fiir elektronisches Netzteil (transistorisiert) 12,5V 2 A in 5 Stufen regelbar.
Ry =100 Q2 Rg = 100() (Potentiometer) C; = 250 uF Zy = SZ506
Ry = 400 Q Ro 13 = 12,5Q C, = 5000 uF Diy_4 = SY 121
Rg = 200 Q Ri4 17=10..5Q Csz = 2000 uF Ty =M85
Ri= 1kQ Rig = 100Q C; = 0pF Sit, =03A
Rs = 500 Q Rig = 600 T4 =GC121 Si; =1,6A flink
Re= 25 k() Rpp = 60Q T, =GC123
= 5 kQ Ryy = 100 kQ T3 = GC116
T4, 7 = GD 160

2 Bouelemente
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Aq

1
| A2
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= Stromwicklung des Uberlast-
relais

= Spannungswicklung des Uber-
lastrelais

Schy = zweipoliger Netzschalter

Gl. = Glimmlampe
Schp = Schalter 5 Stufen 4 Ebenen
ly = Voltmeter

Netztrafo fur Stabi 125/

Wickig Nr- Windungen Cul

1

1060
60
60
20

%

035
035
035
085
085




